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də 4f orbitalı bilavasitə kimyəvi rabitədə iştirak etmir. Onların kimyəvi rabitədə 
iştirak etməsi  formasında  keçidi nəticəsində baş verir 

və nəticədə (d+s) elektronları valentlikdə iştirak edir [1]. 
SnSe birləşməsində Sn ikivalentli kimi iştirak edir. Lakin Sn atomlarını 

qismən Tb atomları ilə əvəz etdikdə Tb atomunun hesabına statistik olaraq üç 
və yaxud 4 valentliyin artması ehtimal olunur. Bu hal materialın yarımkeçirici 
xassəsinə malik olmasına nəinki mane olur, hətta Sn atomunun p-orbitalına 
daxil olaraq qismən hibridləşməni gücləndirir (sp- elementləri üçün hybridləş-
mə xassəsi xarakterikdir).  (x=0,01; 0,05) ərintilərində yarımkeçiri-

cilik xassəsi saxlanılır. Mövcud olan ion-kovalent rabitəsi kovalent rabitənin 
hesabına güclənir və elektronlar lokal səviyyəyə keçir. Bu isə keçiriciliyin həm 
tipinin dəyişməsinə ( ), həm də konsentrasiyanın azalmasına səbəb olur. 

Bizim tədqiqatda SnSe birləşməsindən onun Tb-la olan  (x=0,01; 

0,05) bərk məhlullarına keçdikdə keçiriciliyin tipinin dəyişməsi və yükdaşıyıcı-
ların konsentrasiyasının azalması müşahidə olunur [2].  (x=0,01; 

0,05) kristallarını - şüalarla 6,5 Mrad dozada şüalandırdıqda eyni zamanda 
iki proses baş verir. Kristalda nöqtəvi Frenkel deffektlərin konsentrasiyası 
artır, digər tərəfdən - şüaların təsiri ilə  keçidi asanlaşır. Başqa sözlə üç 

və dördvalentlik olma ehtimalı artır və tərkiblərdə yükdaşıyıcıların konsen-

trasiyası azalır. Yəni əsasında lokallaşma artır. Digər tərəfdən  keçidi 

nəticəsində  konfiqurasiyasının statistik çəkisi artır.  
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TlInS2 birləşməsinin 100-300K temperatur intervalında elektrikkeçiri-
ciliyinin temperaturdan asılılığı tədqiq olunmuşdur. TlInS2 birləşməsində 175-
240K temperatur intervallarında yükdaşınması sıçrayışlı keçiricilik vasitəsilə 
həyata keçirilir. 

TlInS2 birləşməsi A3B3C6
2 tip yarımkeçiricilər sinifinə daxildir. A3B3C6

2 tip 
birləşmələr son dərəcə anizotrop kristal quruluşuna və kristal qəfəsin xarici 
təsirlərə qarşı yüksək həsaslığa malik olduğuna görə tədqiqatçıların diqqətini 
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daim cəlb edir. Bu birləşmələrin əsasında fotoelektrik çeviricilər, rentgen və 
neytron şüalanma detektorları hazırlanmışdır [1, 2, 3, 4].  

Təqdim olunmuş işdə TlInS2 kristalının 100-300K temperatur interva-
lında keçiriciliyinin xüsusiyyətinin öyrənilmiş və Mott yaxınlaşması çərçivə-
sində [5] keçiricilik mexanizminin təhlili aparılmışdır.  

Elektrikkeçiricilik ölçüləri dörd zond üsul ilə azot kriostatında, kristalın 
≈ 0,1 K/dəq sürətlə kvazistasionar kəsilməz qızdırılması (soyudulması) 
rejimində aparılmışdır. Elektrikkeçiricilik ölçüləri rəqəmsal immitans E7-25 
ölçü cihazında aparılmışdır.  

TlInS2 kristalının 100-300K temperatur intervalında σ(T) asılılıqları 
qurulmuş və təhlil edilmişdir. Tədqiq olunan TlInS2 kristalında σ(T) asılılı-
ğında iki hissənin mövcud olduğu və bu asılılığın 175240 K intervalında 
keçiriciliyin eksponensial xarakter daşıdığı müşahidə edilmişdir. Bu da onu 
demeyə imkan verir ki, qeyd olunan temperatur oblastinda istiliklə həyəcan-
laşdırılmış yükdaşıyıcıların icazəli zonada keçiriciliyi üstünlük təşkil edir. 
A3B3C6

2 tip kristallar sinifinə daxil olan birləşmələrin tədqiqi zamanı lgσ‒nın 
(T-1/4)-dən asılılığının xəttiliyə tabe olması sıçrayışlı keçiricilik üçün xarak-
terikdir [5]. Tədqiq etdiyimiz TlInS2 birləşməsində lgσ‒nın (T-1/4)-dən asılılığın 
xətti qanunuauyğunluğa tabe olur. Qeyd olunanlara əsasən deyə bilərik ki, 
göstərilən temperatur oblastında TlInS2 kristalında yükün daşınması sıçrayışlı 
keçiriciliyi vasitəsilə həyata keçirilir. 
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Heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi fototranzis-
torlarda və günəş elementlərində praktiki tətbiqi baxımından çox aktualdır. 
Lakin heterokeçidlərin fizikası və texnologiyasının digər vacib aspekti də 
qeyri-ideal heterokeçidlərin tədqiqi və praktiki tətbiqi ilə bağlıdır. [1,2].
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